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【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年12月22日(2020.12.22)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　高品質な膜とみなされる１つ又は複数の基準を満たす、低温、例えば、約５００℃以下
又は約４００℃以下でのコンフォーマルな、化学当量及び非化学当量の窒化ケイ素膜の堆
積は、長年の産業の課題となっている。高品質な膜を要求する、アドバンスドパターニン
グ又はスペーサーのような半導体分野において、幾つかの用途が存在する。窒化ケイ素膜
は、他の窒化ケイ素膜と比較して、以下の特性：２．０グラム毎立方センチメートル（ｇ
／ｃｃ）以上の密度、低いウェットエッチ速度（希釈フッ酸（ＨＦ）中で測定された場合
）、及びそれらの組み合わせのうち１つ又は複数を有する場合は、「高品質」であるとみ
なされる。これらの又は他の実施形態において、窒化ケイ素膜についての屈折率は、１．
８以上であるべきである。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００７】
　したがって、当技術分野において、コンフォーマルな高品質の窒化ケイ素膜であって、
その膜が、他の堆積方法又は前駆体を使用した他の窒化ケイ素膜と比較して、以下の特性
：１．８以上の屈折率、２．０グラム毎立方センチメートル（ｇ／ｃｃ）以上の密度、低
いウェットエッチ速度（希釈フッ酸（ＨＦ）中で測定された場合）、及びそれらの組み合
わせのうち１つ又は複数を有する窒化ケイ素膜を堆積するための、低温（例えば、約５０
０℃以下の処理温度）の方法を提供するためのニーズが存在する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００１２】
　高品質な膜とみなされる１つ又は複数の基準を満たす、低温、例えば、５００℃以下又
は４００℃以下でのコンフォーマルな、化学当量及び非化学当量の窒化ケイ素膜の堆積は
、長年の産業の課題となっている。説明を通じて、「窒化ケイ素」という用語は、本明細
書で使用される場合、化学当量又は非化学当量の窒化ケイ素、炭窒化ケイ素、炭酸窒化ケ
イ素、窒化ケイ素アルミニウム、及びそれらの混合物からなる群より選択されるケイ素及
び窒素を含む膜を言い表す。窒化ケイ素膜は、他の窒化ケイ素膜と比較して、以下の特性
：２．０グラム毎立方センチメートル（ｇ／ｃｃ）以上の密度、低いウェットエッチ速度
（希釈フッ酸（ＨＦ）中で測定された場合）、及びそれらの組み合わせのうち１つ又は複
数を有する場合は、「高品質」であるとみなされる。これらの又は他の実施形態において
、窒化ケイ素膜についての屈折率は、１．８以上であるべきである。１つの実施形態にお
いて、本明細書で説明されるのは、式ＩＩＡ～ＩＩＤを有するケイ素前駆体化合物を使用
した、ケイ素含有膜を形成するための組成物又は材料である。また、本明細書で説明され
るのは、窒素と任意選択で希ガス又は不活性ガスとを含むプラズマプロセスにおいて、低
温又は約２０℃～約５００℃の範囲の１つ又は複数の堆積温度で、本明細書で説明される
式ＩＩＡ～ＩＩＤを使用して窒化ケイ素膜を堆積する、原子層堆積（ＡＬＤ）又はＡＬＤ
的方法である。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５３】
　工程ｂ～ｅを３００サイクル繰り返した。得られた窒化ケイ素膜の屈折率は２．０であ
ったのに対し、サイクルあたりの成長（ＧＰＣ）は約０．９０Å／サイクルであり、高品
質の窒化ケイ素を、ビス（ジシリルアミノ）シラン前駆体化合物を使用して得ることがで
きることを示した。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
　更なる実験において、工程ｄでのプラズマ電力を２５０ワットに設定したことを除き、
電力工程ｂ～ｅを３００サイクル繰り返した。得られた窒化ケイ素の膜厚は、２３０Åで
あり、０．７７Å／サイクルのサイクルあたりの成長（ＧＰＣ）に相当した。窒化ケイ素
膜の屈折率は２．０であった。


	header
	written-amendment

